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MEMORI A DESCRIPTIVA
que se presente pars unir a la solicitud de
PATENTE DE  INVENCION
formulada el 16 de junio de 1.966 con el Ne© 327.989
en

E S P 4 f 4

por VEINTE afios
a pombre de N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN, entidad holan-
desa, establecida en Emmasingel 29, Eindhoven, Holanda, por:

"UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR™

Esta invencidn se refiere a un dispositivo semi -
conductor con un cuerpo semiconductor monocristalino que
comprende un sustrato de elevada resistividad de un tipo
de conductividad, en el cual estén previstas en uno de sus
lados al menos dos regiones superficiales espaciadas del
otro tipo de conductividad, estando dichas regiones super-
ficiales destinadas a servir de electrodos de alimeﬁtacién
o fuente y de drenaje, y en el que estd presente una capa
de material dieléctrico sobre la superficie del cuerpo en-

tre las rgiones superficiales, esgstando dispueste une capa
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al tiempo que se establecen contactos Shmicos con dicha re-
&lén superficial y con dicha capa conductora.

En las Actas del Instituto de Ingenierom Eléctri-
cos y Blectrénicos (Proceedings of the Institute of Electri-
cal and Electronic Engineers) de 1.963, en la plg. 1190 y
siguientes, S.R. Hofstein y ¥, P. Heiman describieron un dis-
positivo semiconductor, en el que la tensibn aplicada a un
glectrodo de barrera ailslado sobre la superficie controla
el paso de corriente por la superficie de un cuerpo semicon—
ductor. la estructura bésica de tal dispositivo consiste en
un cuerpo semiconductor monocristalino de gran resistividad
de un tipo de conductividad, que tiene dos regiones superfi-
ciasles de Baja resistividad del otro tipo de conductividad
egspaciadas en el cuerpo y formando dos uniones rectificadoras
con la regién de masa del cuerpo. Se forma ums capa conduc-~
tora sobre una capa de material dieléctrico en la superficie
del cuerpo, extendiéndose la capa conductora entre las dos
regiones superficiales de baja resistividad y la capa conduc-
tora. La capa de dieléctrico puede producirse por oxidacién
del cuerpo semiconductor.

Una tensifn aplicada entre las dos regiones super-
ficiales polariza una wnidén en sentido directo y la ofra
unidn en sentido inverso; las dos regiones superficiales se
denominen regiones de alimentacién y de drenaje, anilogamente
al dispositivo de efecto de campo del bipo de unibn. La ten-
si6n aplicada entre la capa conductora, que se denomina elec-
trodo de barrera, y la regién de alimentacibén puede iniciar
y controlar el paso de la corriente entre las dos regiones

superficiales. La tensidn aplicada al electrodo de barrera es

—Drm



10

15

20

30

de una polaridad tal que se induce un canal superficial del
otro tipo de comductividad entre las dos regiones superfi -
ciales situadas bajo la capa de dieléctrico y aparece un pa~
so de corriente entre las dos regiones superficiales a tra-
vés del canal superficial inducido. Se dice que este modo
de trabajo es el modo de enriquecimiento debido a que el
canal superficial conductor de corriente se forma por apli-
cacifén de una tensibn a la barrera.

Puede prepararse wn transistor de efecto de campo
y de barrera aislada que trabaje en el modo de empobrecimien-—
t0; en este modo estd presente un canal conductor de corriente
a tensibn cero de la barrera y se disminuye la concentracién
de portadores de carga en el canal por aplicacién de una ten-—
gibén de barrera de polaridad apropiada. Dicho dispositivo
puede hacerse trabajar también en el modo de enrigquecimiento
aumentando la concentracién de portadores de carga. En el mo-
do de empobrecimiento, el dispositivo es comparable a un
trancistor de efecto de campo del tipo de unibn, en el que
la conductancia de un canel conductor de corriente es redu-
cida por la capa de empobrecimiento de una unibén FB polari-
zada en sentido inverso. Puede hacerse gque un transistor de
efecto de campo y de barrera aislada trabaje como tubo de
vaclo anfdlogo con una Sefial moduladora aplicada a. la barrera,
que tiene una gran impedancia de entrada.

En el funcionamiento, el electrodo de drenaje es
polarizado en sentido inverso y la capa de empobrecimiento
se extiende dentro del sustrato de gran resistividad en
una distancia mayor que la que penetra en la regibn de drena-
je de baja resistividad debido a la menor concentracién de
portadores de carga. La ancha capa de empobrecimiento en
torno de la regibn de drenaje hace que el dispositivo tenga

une baja capacitancia de entrada; sin embargo, la velocidad
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de cambio de la anchura (a) de la capa de empobrecimiento con
la tensién de alimentacibn/drenaje (Vbs) es lo bastante gran-
de para hacer que las caracteristicas del dispositivo se alte-
ren con la tensién de trabajo en una magnitud indeseable pa-
ra algunas aplicaciones. Si se utiliza un sustrato de menor
registividad, se reduce la velocidad de cambio (%% Y, pero

se aumenta la capacitanciz de salida debido a la mgﬁor anchurs
de la capa de empobrecimiento. La separacibén minims posible
entre las regiones de alimentacibén y de drenaje viene limita~
da por la variacibn de las caracteristicas del dispositivo

con Vbs e impone el 1fmite superior del wvalor "gm" que puede
obtenerse con el dispositivo.

La invencidn crea un dispositivo en el que se ob-
tiene uns baja capacitancia de salida en unién de una velo~
cidad de cambio (%%‘ ) relativamente pequelia. La invencibn
crea bambién mediongara le construceibn de un dispositivo
en el que se obtiene una separacidn relativamente pequefia en-
tre las regiones de alimentacidén y de drenaje con una pequefia
velocidad de cambio (%%Ss).

Un dispositivo semiconductor, tal como se ha descri-
to antes, de acuerdo con la invencién se caracteriza porgue
en el cuerpo y contigua al electrodo de drenaje estd prevista
una zona con una concentracibén de impurezas activas tal que,
en el funcionamiento, se reduce la anchura de la capa de empo-
brecimiento que se extiende dentro del sustrato junio al
electrodo de drenaje.

Una primera realizacidén preferida de la invenciébn
se caracteriza porque dicha zona consiste en una capa del
primer tipo de condetividad, que se extiende en el cuerpo desde
una regidn superficial contigua prevista como electrodo de
drenaje, hasta el electrodo de alimentacidn, teniendo dicha

capa una resistividad menor que la del sustrato.
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Dicha capa puede extenderse desde el electrodo de
drenaje hasta el electrodo de alimentacidn dnicamente sobre
parte de la distancia entre el electrodo de alimentacién y
el de drenaje.

De acuerdo con otra realizacién preferida de la
invencidn, la capa del primer tipo de conductividad se ex-
tiende entre las dos regiones superficlales y es contigua
a ellas.

Una realizacién preferide més de la invenciin
se caracteriza porque la capa del primer tipo de conductivi-
dad estéd situada entre el sustrato y las capas de material
dieléctrico.

En une realizacibn preferida de la invencidn, la
ogpa s¢ extiende en el cuerpo hasta una profundidad mayor
gue lag regiones superficisles espaciadas.

Puede ser interesante en algunas aplicaciones
estéblecer un contacto de baja resistehcia con la capa de enm-
pobrecimiento existente cuando el dispositivo estd funcionan-
do. Por ello, de acuerdo con otra realizacibén preferida de
la invencibn, el sustrato de elevada resistividad es conti-
guo a una regibn superficial del ptimer tipo de conductividad
de resistividad menor espaciada de las regiones superficiales
del otro tipo de conduciividad.

La capa del primer tipo de conductividad en otra
realizacién preferida puede extenderse hasta la regién super-
Ticial de menor resistividad y ser contigua a ella.

Otra realizacidn preferida se caracteriza porque
entre la capa del primer tipo de conductividad y la capa de
dieléctrico estd dispuesta una segunda capa del primer tipo

de conductividad que es contigua a la capa de dieléetrico
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¥ 2 la primera capa del primer tipo de conductividad y que tiene
uns resistividad que estd situada entre la resistividad de dicha
primere capa ¥ la del sustrato.

De acuerdo con todavia otra realizacibn preferida de
la invencibn, dicha zona, quees contigua al electrodo de drena-
je, en lugar de serlo a dicha capa del primer tipo de conduc-
tividad, consiste en una zona del otro tipo de conductividad,
que es contigua al electrodo de drenaje y se extiende en la
dirececibn del electrodo de alimentacidn, teniendo dicha zona
del otro tipo de conductividad una concentracibn de impurezas
sctivas que es menor que la del ‘sustrato. Esta zona puede rodear
parcial o enteramente el electrodo de drenaje. En otra realiza-
cibn preferida de le invencibn, dicha zona circunda el elec=-
trodo de dremaje, separdndolo del sustrato.

Ahors se describirén cuatro ejemplos del dispositivo
de acuerdo con lé invencién haciendo referencia a los dibujos
diagraméticos que se acompafian, en los que:

la figura 1 muestra secciones verticales de dispo-
sitivos de acuerdo con la invencién.

la figura 2 muestra los dispositivos de la figura 1
(a) y (v) en funcionamiento.

La figura 3 muestra los pasos o etapas seguidos
en la fabricacibn del dispositivo mosirado en la figura 1(a).

La figura 4 muestra una seccidn vertical de un dis-
positivo de acuerdo con la invencién.

Ia figura 5 muestra una seccién vertical de un dis-
positivo de.acuerdo con la invencifn.

La fig. 6 muestra el modo de funcionamiento del dis-
positivo mostrado en la figura 5.

La figure 7 muestra los pasos seguldos en la fabri-
cacibén del dispositivo mostrado en la fig. 5.

La figura 8 muestra una seccibn vertical de un
-6-
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dispositivo de acuerdo con la invencién.
La figura 9 muestra la distribucidn del campo en la
unibn de drenaje para diferentes realizaciones de la inveneidn
mostradas en las figuras 1-8.
En la figura 1(a), el sustrato 1 del tipo P- y de
alta resistividad, de silicio monooristal%no, contiene boro

1

a una concentracién de aproximadamente 10 Atoms.cc™, Dos

regiones superficiales 3,4 de tipo N4+ que contienen fésforo

1020 atomsico.'l, son

a una concentracidén de aproximadsmente
contiguas al sustrato y una capa superficial 2 de material de
tipo p- que contiene boro a una concentracién de aproximademen—

16 atoms.cc.'l, es contigua al sustrato 1 y a las dos

te 10
regiaes 3,4. La profundidad de las dos regiones es de aproxi-
madamente 3 g Y la capa superficial 2 tiene una profundidad
de aproximadamente 2’/u- En el dispositivo de acuerdo con la
invencidn, se prefiere que la profundidad de la capa superficial
seqa aproximadamente igual a lag dos terceras partes de lg pro-
Tundidad de las regiones guperficiales. La distancia entre
las regiones N+ es de 10 4 y la longitud de cada regibn es
de 1 mm., Una capa 5 de material dieléctrico de dibxido de si-
licio con un espesor de 0,6 M ¥ que se extiende sobre las
uniones PN entre las regiones N+ y el sustrato esté formada
sobre la superficie de la capa 2. Se establecen unos contactos
6hmicos 7, 8 con las regiones 3, 4 evaporando aluminio a tra-
vés de una mégcara y se forma una capa conductora 8 de alumi-
nio sobre la capa dieléctrica 5 en la misma operacibén. Se es-
tablecen conexiones eléetricas con los contactos 6hmicos
7, 8 y con la capa conductora 6.

Bn la fig. 1(b), el sustrato consiste en una regién

de tipo P+ 1A que tiene umna capa de tipo P 1B en la quefe forma
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el dispositivo. Las regiones superficiales espaciadas 3,4 no se
extienden dentro de la regifn P+ y la profundidad de la capa

1B es de aproximadamente 7/A4 de modo que las regiones 3, 4 esiénm
separadas & la regidn P+ 1A en aproximadamente 4//% .

La regién 1A tiene una concentracibn de boro J.OI7

atoms.cc.“l ¥ la capa 1B, una concentracién de boro de 5 x 1.014

atoms.cc.”t.

En la figura 1l(c), la regibén 38 de tipo P, en ia que
estd formado eleanal conductor de corriente, se extiende més
alld de las reglones superficiales 41, 42 de tipo N+ hasta la
regién 37 de tipo P+, a la que es contigua. Las partes 39, 40
de regibén de tipo P~ pueden considerarse el remanente de la
capa de tipo P 1B de la figura 1(b) a medida que la capa de
tipo P2 es movida hacia abajo para extenderse hasta la regibn
P+ 1A,

-1
Las concentraciones de boro, en &toms.cc. , en las

regiones de $ipo P son:

Tipo P (38) 1016
. 17
Tipo P+ (37) 10
Tipo P-(39,40) 5 x 10-%,

Haciendo ahora referencis a la figura 2, la regifn
de drenaje 3 ha sido hecha positiva con respecto a la regibn
de alimentacibn 4 y se ha aplicado una tensidn positiva a la
capa conductora o electrodo de barrera 6 para formar una capa
de inversién de tipo N~ en la capa superficial 2. La cape
de inversidn estéd delineada por la linea de puntos y trazos
11, ILa unién PN de la regidén de drenaje es polarizada en
sentido inverso y la capa de empobrecimiento se extiende den-
tro del sustrato 1 hasta una posicién mostrada por la linea
detrazos 9 y dentro de la capa superficial 2 hasta una posicién -

mostrada por la linea de trazos 10.
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Hey wna capa mis de empobrecimiento bajo la capa
de inversibn 11, pero ésto no ha sido repreéentado POr razo-
nes de claridad. Ia prolongacibn o extensibn de la capa &
empobrecimiento dentro de la capa superficial es menor que
la prolongacidén dentro del sustrato debido a la mayor cbn-
centracidén de portadores de carga en la capa superficial;
Ia corriente circula entre la alimentacibén y el drenaje a tra-
vés de la capa de inversibén y de parte de la capa de empobre-
cimiento en la capa superficial. El dispositivo tiene una ca~
pacitancia de salida casi tan baja como la de un dispositivo
sin una capa superficial debido a la anchura de la capa de em-
pobrecimiento en el sustrato, pero la velocidad de cambio
(_%%_S) es relativamente pequefia a causa de que este pardmetro
vieng determinado por la activacién de la capa de empobreci-
miento por que circula la corriente. E1l dispositivo puede ser
utilizado en lag aplicaciones usuales para transistores de
efecto de campo y de barrera aislada.

La regifn 1A del dispositivo mostrado en la Figura
1(b) proporciona una trayectoria de baja resistencia hasta
la capa de empobrecimiento que circunda la regién superficial
de drenaje y el canal conductor de corriente; ésto reduce
la pérdida de energlha a altas frecuencias en la impedancia
Interna entre la regibn superficial de drenaje y el sustrato.

La prolongacién de la regibn de resistividad rela-
tivamenie baja hasta entrar en contacto con la regién P4+ (como
ge muestra en la figura 1l(c¢), proporciona una trayectoria de ba~
ja resistencia para corriente capacitiva entre el canal conduc-
tor de corriente y la regibn P+ y reduce la pérdida de energla
a altas frecuencias.

Haciendo ahora referencia a la figura 3(a), un sus-

trato 1 de silicio monocristaline de gran resistividad con
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contenido de boro a una concentracibn de lO14 étomS.cc-l, te-
nia una capa de silicio 2 desarrollada epitaxialmente sobre
una superficie hasta una profundidadlge 2/0(; ef;a capa con-
tenfa boro a una concentracién de 10 atoms.cc . Esta capa
superficial podrfa formarse alternativamente mediante la di-
fusién de boro en el sustrato. Se desarrolld una capa de dib-
xido de siliclo con un espesor de 0,6 (i sobre lavcapa super-
ficial 2 por oxidacién de nitrbgeno himedo a 12002C durante

30 minutos. Se abrieron después ventanas en la capa de dibxi-
do utilizando téchicas fotolitograficas convencionales y se
difundib fbésforo a través de las ventanas para dar dos regiones
superficiales 3, 4 de tipo N¢ con una concentracién superficial
de fésforo de 1020 atoms.cc.-l. La estructura en esta etapa
aparece representada en la figura 3]b).

Se deposité aluminio hasta una profundidaed de §/¢
sobre la capa de diéxixo 5 y sobre las dos regiones superfi-
cliales 7,8 a través de una méscara. Se establecieron conexiones
eléctricas con las regiones de alimensacién y de drenaje y con
el electrodo de barrera 6.

El dispositivo de la figura 4 es una modificacién
del dispositivo mostrado en la figura 1 en virtud de que la
capa superficial 12 de tipo P- se extiende éélo en una clerta
distancia desde la regién supefficial de drenaje 13. La capa
superficial 12 se extiende 3;“ desde la regibn superficial
de drenaje hacia la regién s;perficial de alimentacibén. Con
una separacibén de menos de lO/AA entre las regiones de ali-
mentacibn y de drenaje, la capa superficial puede extenderse
menos de 3‘/u desde la regidén superficial de drenajgé La
concentracién de boro en la capa superficial es de 10 atoms.

cCs , ¥ buede formarse por difusién a travéds de un Oxido de
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enmasceraniento utilizando téenicas de foto-reserva. En el
funcionamiento, este dispositivo es similar al dispositivo
representado en la figura 1, la capa de empobrecimiento es
més estrecha en la capa superficial y la capa de empobreci-
miento tiene un contorno similar al de la capa de empobreci-
miento representada en 9, 10 en la figura 2.

Haciendo referencis a la figura 5, un susirato
14 de gran resistividad tiene dos regiones superficiales de
tipo NI de baja resistividad 15, 16 en una superficie con
una capa 17 de tipo P~ que tiene una resigtividad menor
que la del sustrato y que se extiende entre las regiones
superficiales 15, 16. Entre la capa oculta 17 y el dielécirico
18, hay una delgada capa superficial 19 de tipo P- de material
de gran resistividad. Ta profundidad de la capa éuperficial
19 es de 1 y la anchura de la capa oculta 17 es de 2 u;
las regiones superficiales de tipo N+ se forman por difusibn
hasta wuna profundidad de 4 /" . El dispositivo puede prepa-
rarse por técnicas epitaxiales similares a las descritas para
el dispositivo representado en la figura l.

En la figura 7a-d se ha ilustrado un método de fa-
bricar un disppsitivo de acuerdo con la figura 5.

En la fizura 7(a}, un cuerpo de silicio monocris—
talino 20 de conductividad de tipo P~ y conteniendo boro
a una concentracién de lO14 atoms.cc.’l, tenfa wn agujero 21
formado en una superficie por medios ulirasénicos. El agujero
tenfa una profundidad de S/u ¥ una anchura de 15 s Utilizan=-

do téenicas epitaxiales, se-depositaron una capa 22 de silicio

1 -
de tipo P~ con una concentracién de boro de 10 6 atoms.cc. L

y wna capa 23 de silicio de tipo P- con una concentracién
de boro de lO14 atoms.cc.— sobre el sustrato monocristalino
=11
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20 para dar la estructura representada en la figura 7(b). Las
capas epltaxiales fueron después rebajadas hasta la linea de
puntos y trazos de la figura 7(b) utilizando altmina de un ta-
mafio de particulas de 0,5 /u para dar la estructura represen-
tada en la figura T(c). Después se difundié fésforo em la
superficie del cuerpo de silicio utilizando una capa de enmas-
caramiento de éxido para former las regiones de difusibn de tipo
N—24,2§5 que tienen uma concentracién superficial de f6sforo

de 10 atoms.cc. . Asl, se dbiene la estructura de la figura
5

En la figura 6, se ha ilustrado el modo de funciona-
miento del dispositivo representado en la figura 5. Ie uniébn
entre la regibn de drenaje 16 y el sustrato 14, 17, 19 ds tipo
P- esth polarizada en sentido inverso, perc debide a la con-
cenxraciéﬁ relativamente mayor de portadores-de cargas en
la capa oculte 17, la caps de empobrecimiento indicada po
la linea de trazos 26 se extiende dentro de esta regibn en
una distancia menor que en la que se extiende dentro del sus-
trato a causa de las cargas de la capa oculta 17. La capa
de empobrecimiento en la superficie entre la capa superficial
19 y el dieléctrico 18 es més estrecha que la capa de empo-
brecimiento en el sustrato 14, tal como se ha ilustrado en
la figura. |

Haciendo referencia a la figura 8, un sustrato de
tipo P-27 que tiene en una superficie unas regiones 28, 29
con ung concentracién de boro de 1016 atoms.cc.'l, estando
la reglbn 29 destinada a servir de regibn de drenaje, se

formd en una regién 30 de tipo N-de uma concentracidn de

: 1 -
£ésforo de 10 4 atoms.cc. 1. La regidn 30 se formb por depdsi-

..o epitaxial en un agujero sbierto por técnicas ultrasénicas

oy 2
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en el sustrato 27.
En el funcionamiento (véase la figura 9b), existe
un volumen 31 de la capa de empobrecimiento en la regibn dé
tipo W, que tiene una concentracién de portadores de carga
menor que la de la regibn de tipo P32, mayor que si se utili-
za (véase la figura %a) una regiénzge drenaje de tipo N+ con

una concentracibn de fosforo de 10 atoms.cc.'l

. La capacl~
tancia de salida del dispositivo depende de la anchura de la
capa de empobrecimiento que encierra la wunién PN 33 polariza-
da en sentido inverso. Como se ha mencionado anteriormente,
1a anchura de la capa de empobrecimiento dependetdel campo
aplicado F. Con un sustrato de gran resistividad 34, la dis-
tancia X en 9(a) a lo largo de la cual se mueve el borde

de la capa de empobrecimiento 35 para un cambio 4V en el campo
aplicado T es mayor que la distancia y a lo largo de la cual
se nmueven los bordes de la capa de empobrecimiento 36 para el
mismo-cambio 4V del campo aplicado. Asf, la velocidad de
cambio (E%ig") es menor para la configuracién mosirada en la
figura 9(b) que para la configuracién mostrada en la figura
9(a).

Por tanto, las caracterdsticas del dispositivo se
hacen menos dependientes de la tensién V  aplicada al dispo-
gitivo. ELl electrodo de barrera del dispggitivo ilustrado en
la figura 8 se extiende sobre la unibén PN entre el sustrato
27 y la regién 30, que tiene una anchura de 3 Ve entre la re-
gibn 29 y el sustrato 27.

Ia regibn 30 puede estar formada fnicamente en la
superficie del sustrato 27 y extenderse entre la regibén super-

fieial 29 y bajo el electrodo de barrera. En este caso, la

capacitancia de salidae no disminuirfa en una magnitud semejante
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a como cuando la regién 30 circunda la regibn 29 y separa esta
regibén del sustrato 27, segin se ha representado en la figura
8(a), pero se obtlene todavia uwna capacitancia de salide re-
lativamente baja.

La disposicién de las regiones en este realizacién
estd representada en la figura 8(b) en la que se ve que la re~
zién 30 se extiende entre la regibn 29 y el sustrato 27 Umica-
mente en la superficie del sustrato.

En la figura 5, la capa oculta 17 puede extenderse
nicamente 3 /o desde la regibn de drenaje 16. Aunque esta
realizacibn puede ser de diffcil preparacibn, se conserva la
seccidn efectiva de la capa oculta 17, y en el funcionamiento,
el dispositivo tendrfa caracteristicas similares al dispositivo
ilustrado en la figura 5. Lia distancia en que se extiende
la capa oculta desde el drenaje, no es critica con tal que
la capa de empobrecimiento esté siempre dentro de la capa
oculta durante el furcionamiento.

El dispositivo de acuerdo con el otro aspecto
de la invencibn mostrado en la figura § puede tener una regién
que se extienda desde la regifn de drenaje hacia la regidn
de alimentacibn, como se ha ilustrado en las figuras 1, 4 y5.
En esta realizacién,lgl sustrato tiene una concentracién

L

de aceptadores de 10 atfoms.cc.” y una delgade capa superfi-

cial con una profundidad de 1 ;U tlene una concentracibn de
1014 atoms.cc.-l y se extiénde entre las regiones de alimen=—
tacibn y de drenaje. La capa de empobrecimiento en la delza-
da reglibn superficial esté desplazada de una manere similar
a la mostrade para la capa de empobrecimiento de la figura

6 debido a la mayor concentracibn de carga del sustrato.
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La presente solicitud que corresponde a la presenta-

da en Gran Bretafia con fecha 18 de Junio de 1.965, bajo el N2
25,874/65 prov. se acoge a los beneficios del Artfculo 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

Los puntos de invencién propia y nueva que se pre-
gentan para que sean objeto de la presente solicitud de Pa-
tente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los si-
guia tes:

1.~ Un dispositivo semiconductor con un cuerpo semi-
conductor monocristalino que comprende un sustrato de alta
registividad de un tipo de conductividad, en el cual en un
lado-estén previstas al menos dos regiones superficiales espa-
ciadas del otro tipo de conductividad, estando dichas regiones
superficiales destinadas a actuar como electrodos de fuente
y de drenaje, y en el cual wna capa de dieléctrico estsd pre-
sentesobre la superficie del cuerpo entre las regiones super-
ficigles, estando prevista una capa conductora sobre la super-
ficie de dicha capa de dieléctrico mientras estén hechos con-
tactos 6hmicos a dichas regiones superficiales y a dicha
capa conductora, caracterizado porque en el cuerpo y contigua
al electrodo de drenaje estéd prevista una zona que tiene
une concentracibn de impurezas activas tal que en el funcio-
nemiento se disminuye la anchurae de la capa de empobrecimiento
que se extiende dentr6 del sustrato cerca del electrodo de dre-
naje.

2.~ Un dispositivo semiconductor como se reivindica
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en el punto 1, caracterizado porgue dicha zona consiste en una
capa del primer tipo de conductividad que se extiende en el
cuerpo desde una regidn superficial contigua destinada a actuar
como electrodo de drenaje hasta el electrodo de fuente, tenien-
do dicha capa una resistividad inferior a la del susirato.

3.- Un dispositivo semiconductor como se reivindica
en los puntos 1 y 2, caracterizado porgue la capa del primer
tipo de conductividad se extiende entre las dos regiones su-
perficiales y es contigua a ellas.

4.~ Un dispositivo semiconductor como se reivindica
en los puntos 2 § 3, caracterizado porgue la capa del primer
tipo de conductividad estd situada entre el sustrato y la
capa dieléctrica.

.5+~ Un dispositivo semiconductor como se reivindica
en cualquiera de los puntos 2 4 4, caracterizado porque la
capa se extiende a una profundidad mayor en el cuerpo que
las regiones superficiales espaciadas. .

o= Un dispositivo semiconductor como se reivindica
en cualquiera de los puntos 2 a 5, caracterizado porqgue el
sustrato es contiguo a una regibn superficial del primer tipo
de conductividad de menor resistividad espaciado desde las
regiones superficiales del segundo tipo de conductividad para
proporcionar un contacto de baja resistencla a la capa de em-
pobrecimiento que existe cuando el dispositivo estéd en fun~
cionamiento.

Te= Un dispositivo semiconductor como se reivindica
en los puntos 5 y 6, caracterizado porque la capa se extiende
haste la regibén superficial de menor resistividad y es con-
tigua a ella.

8.~ Un dispositivo semiconductor como se reivindica

-] G



10

15

20

25

MO,

en cualquiera de los puntos 2 a 7, caracterizado porque entre
la capa de primer tipo de conductividad y la capa de dieléctri-
co estd prevista una segunda capa del primer tipo de conducti~
vidad que es contigua a la capa de dieléetrico y a la primera
capa del primer tipo de conductividad y dque tiene una resisti-
vidad que esti situada entre la resistividad de dicha primers
capa y el sustrato.

9.~ Un dispositivo semiconductor como se reivindica
en el pumto 1, carécterizado porque en el cuerpo estd prevista
una zong del segundo tipo de conductividad que es contigua al
electrodo de drenaje y se extiende en la direccibn del elec~-
trodo de fuente, teniendo dicha zona de segundo tipo de con-—
ductividad una concentracién de impurczas activas que es in-
ferior a la del sustrato.

10.- Un dispositivo semiconductor como se reivindica
en %os puntos 1 y 9, caracterizado porque la zona del segundo
tipo de conductividad rodea al electrodo de drenaje y lo separa
del del sustrato,

1l.- Un dispositivo semiconductor.

Tal y como se ha descrito en la memoria que ante-
cedey, representado en los dibujos que se acompafian y para los
fines que se han especificado.

La presente memoria consta de diecisiete hojas escri-

tas a mAquina por una sola cara. 27ABU. IOL.
Medrid,
P.A. '
Bibertg d bur,
-17-~



Lo o~

N. V. PHILIPS 2.,o®!: - - L#aBRIEKEN, 77

7!45!8 8
2 \ N+

| N+ | 2

P ~4—1

FIG.1a

émzzzzizzzé%s JL/

7
| N# ] ,_Z_P N+ 118

p +—1A

FIG.1b

A1 gt —39

P-_/ \_P*
pt 37

FIG.1 ¢

6
/
///////////////{//A’// /

S
'\\-
A

\
\
i
t

[ro 'n
\\ '

v

N
/
[




i i T et s e AR e n. i L
e

—1

;. LiHd A K




.+ aBRIEKEN, L

¥ v b
"3!) ._ &f)
517 19 18 16
\ ; [
N+ll ) \\ N+ /
4
//1
P
FI1GS
le\g:::I ,26
19 \‘«\'/ 1 16
17 __ N+
.l: \._______
N ——14
P -~ . - -]
FI1G6
2\8 l 29
4
] ey %
P —— 27
FI1G8a
30
0L, 2
N +
127
F1G.8b "/ /|

. U‘VQ

i i, Snidic




© .. «BalEKEN, 77

,W 4 AR O o B AR ST DO A0 3 oA S8 0 . RSP TP 3 BT SR TP ANGL PO e ] “‘ <

7

L
@
~J
o

20

F1G.7d




N. V. PHILIFo




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



